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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung bczicht rich auf ein Ver- 
fahren zur Herstellung hoch reaktionsf&higer Material- 
formen oder Frodukte unter Vcrwcndung eines UV-La- 
serstrafals sowie auf ein Verfahren zur Modifizierung 
einer Oberflfiche eines f esten Materials unter Verwen- 
dung der so hergestellten Materialformen bzw. Produk- 
te. 

Zur Zeit werden umfangreicbe grundlegende Studien 
und Anwendungen der Bearbeitung einer Oberflfiche 
eines organischen Materials, typischerweise eines poly- 
meren Materials, unter Verwendung eines oszillieren- 
den gepuisten Excimer- Las erv S trahls hoher Intensity 
in einem ultravioletten Bereich zur Entwicklung eines 
neuen Verfahrens zur exalcten Behandlung und Bearbei- 
tung der Oberflfiche des organischen Materials durch- 
gefOhrt Die JP-A-63-1774U offenbart ein Laserabla- 
tions verfahren, bei dem ein auf tief e Temperatur gefro- 
renes Target aus einem Metall oder einem Halbleiter- 20 
rohmaterial mit einem Laserstrahl bestrahit wird, um 
ein Plasma aus dem Rohmaterial zu erzeugen, und das 
Plasma sich auf einem festen Triger niederschlagen 
kann und eine hochreine Schicht aus einem Halbleiter, 
einem Metall oder einer dielektrischen Substanz ausbU- 25 
del Die JP-B-7-5773 offenbart ein Verfahren zur Akti- 
vierung einer Oberflfiche eines ausgeformten Materials 
aus einem fluorhaltigen Polymer mittels Bestrahlung 
mit einem UV-Laserstrahl in An wesenheit einer Hydra- 
zinverbindung. Bei diesem Verfahren werden die Hy- 30 
drazinmoiektile durch den Laserstrahl in einer Dampf- 
phase zerlegt, und die zerlegten Molekttle wiederum 
werden mit der Oberflfiche des ausgeformten Materials 
zur Reaktion gebracht Ein Nachteil dieses Verfahren 
liegt darin, daB die Zerlegung in der Dampfphase statt- 35 
findet, so daB es schwer ist, die Zusammensetzung oder 
den Zustand der zerlegten Materialmen zu steuenu 

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, die oben 
erwfthnten Nachteile zu vermeiden. 

Gelast wird die Aufgabe crfindungsgemftB dadurch, 40 
daB ein Verfahren zur Herstellung reaktionsf fihiger Ma- 
terialf ormen geschaff en wird, das dadurch gekennzeich- 
net ist, daB eine auf einem Triger ausgebildete feste 
Schicht mit einem ultravioletten Laserstrahl mit einer 
Wellenlftnge von 400 nm oder kQrzer bestrahit wird, 45 
wobei die feste Schicht aus einer Mischung aus einem 
Matrixmaterial mit einer zur Pbotoreaktion ffihigen 
Substanz ausgebildet ist 

Nach einem weiteren Aspekt schafft die vorliegende 
Erfindung ein Verfahren zur Modifizierung einer Ober- 50 
flfiche eines festen Materials, das dadurch gekennzeich- 
net ist, daB die Oberflfiche mit den nach dem obigen 
Verfahren hergestellten reaktionsffthigen Materiaifor- 
men in Kontakt gebracht wird 

Die vorliegende Erfindung soli nun unter Bezugnah- 55 
me auf die beiliegenden Zeichnungen im einzelnen be* 
schrieben werden. 

Fig. 1 ist ein Emissionsspektrum verdampfter Pro- 
dukte, die von einem mit einem UV-Laserstrahl be- 
strahlten festen Material emittiert wurden. «j 

Fig. 2 ist ein RGntgenstrahl-Photoelektronenspek- 
trum einer Polyethylenterephthalatschicht vor Bestrah- 
lung mit den verdampf ten Produkten. 

Fig* 3 ist ein R6ntgenstrahl«Photoelektronenspek- 
trum einer Polyethylenterephthalatschicht nach Be- 65 
strahlung mit den verdampf ten Produkten* 

Bei der Erfindung wird eine auf einem Trfiger ausge- 
bildete feste Schicht mit einem UV-Laserstrahl be- 
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strahlt Die feste Schicht ist aus einem Gemisch aus 
einem Matrixmaterial mit einer zur Photoreaktion ffihi- 
gen Substanz hergestellt worden. Als photoreaktionsffi- 
hige Substanz kann jedes Material verwendet werden, 
5 so lange es eine Absorption im UV-Bereich zeigt Die 
photoreaktionsffthige Substanz ist vorzugsweise eine 
Verbindung, die durch Bestrahlung mit einem UV- 
Strahl zersetzt werden kann, wie eine Azidverbindung, 
eine Azoverbindung, eine Carbonylverbindung, ein Sfiu* 
10 reanhydrid, ein Hydrazin oder eine organische Halogen- 
verbindung. Die photoreaktionsf&hige Substanz kann 
bei Raumtemperatur die Form eines Festkdrpers, einer 
HQssigkeit oder eines Oases haben, sollte jedoch unter 
den Bedingungen, bei denen das Verfahren der vorlie- 
15 genden Erfindung durchgefQhrt wird, in der Form eines 
FestkSrpers vorfiegen. 

Das Matrixmaterial ist eine Substanz, die im UV-Be- 
reich im wesentEchen keine Absorption zeigt Beispiele 
des Matrixmateriab uxnfassen Edelgase, ein Stickstoff- 
gas, Kohlendioxid. Fluoralkane, Alkane, Ether und Al- 
kohole. Es ist wflnschenswert, daB das Matrixmaterial 
durch Bestrahlung mit UV-Strahlen nicht leicht zersetzt 
wird Das Matrixmaterial kann bei Raumtemperatur die 
Form eines Festk&rpers, einer FIG&sigkeit oder eines 
Oases haben, sollte jedoch unter den Bedingungen, bei 
denen das Verfahren der voriiegenden Erfindung durch- 
gefdhrt wind, in der Form eines Festkdrpers vorliegen. 
Die Menge der zur Photoreaktion ffihigen Substanz in 
der festen Schicht betrftgt im allgemeinen 50 Mol-% 
oder weniger, vorzugsweise 0,01—1 Mol-% bezogen 
auf das Matrixmaterial 

Die feste Schicht kann eine Einzelschicht- oder eine 
Mehrschichtenstruktur aufwetsen. Die feste Schicht 
kann also eine Einzelschicht aus dem Matrixmaterial 
sein, in der eine einzige Art der zur Photoreaktion ffihi- 
gen Substanz dispergiert ist Falls gewtinscbt, kfinnen 
zwei oder mehr zur Photoreaktion ffihige Substanzen in 
einer Einzelschicht aus dem Matrixmaterial enthalten 
seia Weiterhin kdnnen zwei oder mehr zur Photoreak- 
tion ffihige Substanzen entsprechen in zwei oder mehr 
Schichten aus dem Matrixmaterial eingebracht sein. 

Der Trfiger kann aus jedem beliebigen Material her- 
gestellt sein, solange das Material gegenttber dem Ma- 
trixmaterial reaktionslos ist; es ist wflnschenswert, daB 
es ein wfirmeleitendes Material ist Bin Metall, wie SO- 
ber, ein Metalloxid, wie Saphir, ein anorganischer Kri- 
stall, wie Cfisiumjodid, kdnnen bevorzugt als Ttftger 
verwendet werden. Der Trfiger wird auf einer Tempera- 
tur gehalten, die es zulfiBt, daB (fie Matrix auf ihm als 
Festkfirper vorHegt Beispielsweise wird der Trfiger auf 
200 K. oder tiefer abgekfihlt, vorzugsweise nicht hdher 
als die Temperatur des flttssigen Stickstoffs, wenn ein 
Alkan als Trfiger verwendet wird Im Falie einer Edel- 
gasmatrix wird der Trfiger auf seiner Debye-Tempera- 
tur, typischerweise auf 20 K oder tiefer gehalten. 

Der fQr den Zweck der voriiegenden Erfindung ver- 
wendete Laser wird geeignet entsprechend der zur Pho- 
toreaktion ffihigen Substanz derart gewfthlt daB der 
oszillierende Laserstrahl durch die zur Photoreaktion 
ffihige Substanz absorbiert wird Bevorzugt wird die 
Verwendung eines Excimer-Lasers, wie eines ArF-Exci- 
raer- Lasers (WeUenlfinge 193 nraX eines KrF- Excimer- 
Lasers (Wellenlftnge 248 nm), eines XeCl-Excimer-La-. 
sers (Wellenlftnge 308 nm) oder eines XeF- Excimer-La- 
sers (Wellenlftnge 351 ma% well der Strahldurchmesser 
groB ist Ein Laserstrahl der durch Modulation eines 
Nd+ :YAG-Lasers, eines Farbstofflas^rs, eines Kr-Io- 
nenlasers, eines Ar-Ionen-Lasers oder eine Cu-Dampf- 
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lasers mit einem nichtlinearen optischen Element erhai- bestrahlt wird, dann wird die zur Photoreaktion ffthige 
ten wird, urn eine Wellenlftnge von 400 run Oder JcQrzer Substanz zersetzt und bildet reaktionsffthige Material- 
zu erzielen, kann ebenfaUs vemendet werden. Der FluB formen, wie Radikale, Carbene, Nitrene usw. Da das 
des Lasers variiert mit der Art der verwendeten zur Matrixmaterial inert ist, werden die photozersetzten re- 
Photoreaktion ffthigen Substanz. Es wird bevorzugt,daB 5 aktionsffthigen Materialformen daran gehindert, Ne- 
der Laser eine Intensitftt von etwa 1 mJ/cmVlmpuls benreaktionen oder Kettenreaktionen einzugehen. Da- 
oder mehr, bevorzugter 5 m J/cm 2 /Impuls oder mehr, bei durch ist die Lebensdauer der reaktionsffthigen Materi- 
einerlmpulsbreiteimNanosekundewereichaufweist alformen also verhfthnismftBig lang, so dafl die reak- 
Die feste Schicht aus einem Gemisch aus dem Matrix* tionsffthigen Materialformen in hochreiner Form in der 
material mit der zur Photoreaktion ffthigen Substanz 10 Matrix erhalten bleiben kdnnen. Ohne eine solcbe Ma- 
kann durch Inkontaktbringen des Gemisches mit einem trix koUidieren die reaktionsffthigen Materialformen 
Trftger, der auf eine zur Emarnmg des Matrixmateriais mitetnander und verringern ihre Reinheit Es ist daher 
ausreichende Temperatur gekfihlt ist; erhalten werden. wichtig, da0 das Matrixmaterial in der festen Schicht 
Ist das Matrixmaterial beispielsweise bei Raumtempe- enthaltenist 

ratur eine Flttssigkeh, dann wird eine L6sung der zur 15 Da ein gepulster Hochleistungs-Laserstrahl leicht 
Photoreaktion ffthigen Substanz, die in dem Matrixma- verf Ogbar ist; kann die Photozersetzung explosionsartig 
terial geldst ist, durch AufsprQhen oder AufgieBen auf bei gleichzeitiger Erzeugung von Reaktionswftrme 
eine Oberflftche des Trftgers auf gebracht, der auf einer stattfindeu. Als Ergebnis wird die bestrahlte Oberflftche 
Temperatur gehalten wird, die niedriger als der Erstar- sofort verdampft und abgetragea Die verdampften 
rungspunkt des Matrixmateriais ist, wodurch eine feste 20 Produkte (reaktionsffthige Materialformen und das iner- 
Schicht aus dem Gemisch auf der Trftgeroberflftche er- te Matrixmaterial), die auf diese Weise in einem gepuls- 
halten wird. Ist das Matrixmaterial bei Raumtemperatur ten Zustand durch die Ablation in der Umgebung des 
ein Gas, dann wird ein Gemisch* das das gasfdrmige inerten Matrixmateriais emittiert werden, haben einen 
Matrixmaterial, in dem eine gasf6rmige oder ein Nebel Vorzug in der Eraissionsrichtung. Wenn die Oberflftche 
aus einer photoreaktionsffthigen Substanz dispergiert 25 eines festen Materials mit den emittierten verdampften 
is^ enthftit, auf eine Oberflftche des Trftgers auf geblasen Produkten bestrahlt wird, dann reagieren die durch die 
oder aufgestrahlt, wobd der Trftger auf einer niedrigen Photozersetzung erzeugten und in den verdampften 
Temperatur gehalten wird, die ausreichend ist, urn das Produkten enthaltenen reaktionsffthigen Materialfor- 
Matrixmaterial erstarren zu lassen, wodurch eine feste men mit der Oberfliche. Durch Optimierung der Intcn- 
Schicht aus dem des Gemisch auf der Trftgeroberflftche 30 sitftt der Laserstrahhing und der Art der zu bestrahlen- 
erhalten wird den photoreaktionsffthigen Substanz ist es mfcglich, zum 

Die feste Schicht wird so mit dem UV-Laserstrahl Modifizieren der Oberflftche des festen Materials geeig- 
bestrahlt, daB die zur Photoreaktion ffthige Substanz in nete hoch reaktionsffthige Materialformen in hoher 
reaktionsffthige Materialformen umge wandelt wird, die Reinheit und hoher Konzentration herzustellen. 
von der festen Schicht emittiert werden. Auf diese Art 35 Wie bereits beschrieben, kann die feste Schicht eine 
wird die feste Schicht abgetragen. Die reaktionsffthigen Mehrschichtenstruktur aufweisen, in der zwei oder 
Materialformen sind hoch reaktionsffthige Photozerset- mehr photoreaktionsf&hige Substanzen entsprechend in 
zungsprodukte in der Form von Ionen, Radikalen usw* zwei oder mehr aufeinander gestapelte Schichten des 

Durch Inkontaktbringen der nach dem obigen Ver- Matrixmateriais eingebracht sind. Durch Verwendung 
fahren hergestellten reaktionsffthigen Materialformen <o von zwei oder mehr Arten reaktionsffthiger Material- 
mit einer OberfUche von einem festen Material kann formen in {Combination kdnnen hochreaktionsf&hige 
die Oberflftche roodifiziert oder aktiviert werden* Die Materialformen gebildet werden. In einem solchen Fall 
Oberflftchenmodifikation geschieht durch Reakdon der kdnnen zwei oder mehr Arten von Laserstrahlen, die 
MolekQle der Oberflftche des festen Materials mit den geeignet fOr die jeweiligen photoreaktionsffthigen Sub* 
reaktionsffthigen Materialformen. Enthalten die reak- 43 stanzen ausgewfthlt sind, zur Bestrahlung der festen 
tionsffthigen Materialformen beispielsweise Sauerstoff- Schicht verwendet werden. 

atome oder Stickstoffatome, dann wird die Hydrophilie Eine Modiflzierung ernes festen Materials durch Be- 
der Oberflftche des festen Materials durch Reakdon mit handlung mit den reaktionsffthigen Produkten geschieht 
ihnen verbessert Enthalten die reaktionsffthigen Mate- nur auf deren Oberflftchen, die mit den reaktionsffthigen 
rialformen Fluoratome, dann wird das Wasserabwei- 50 Materialformen bestrahlt worden sind, so daB die 
sungsvermftgen der Oberflftche des festen Materials Hauptmenge der gewflnschten Eigenschaften des festen 
durch Reakdon mit ihnen verbessert Materials unverftndert gehalten wird. Das Oberflftchen- 

Die zu modifizierende Oberflftche kann beispielswei- raodifikationsverfahren nach der vortiegenden Erfin- 
se ein organisches Material, Keramik oder ein Metall dung kann zur Verbesserung verschiedener Eigenschaf- 
sein. Beispiele von geeignetem organischem Material 55 ten, wie der Hydrophilie, der Lipophilic, der Adhftsions- 
umfassen aus geformte Gegenstftnde aus einem synthe- ffthigkeit, der Bedruckbarkett, der nichtlinearen opd- 
tischen oder natttriichcn polymeren MateriaL Thermo- schen KennUnien, des Reflexionsvermdgens, des Re- 
plastische oder wftrmehfirtbare Harze, wie Kohlenwas- fraktionsvenndgens, der optischen Wellenleitereigen- 
sers toffharze und Fluorkohlenwasserstoffharze k$nnen schaf ten und der Zellablagerung, verwendet werden. 
nach dem Verfahren der vorliegenden Erfindung wirk- 60 Falls gewttnscht, kann die Bestrahlung einer Oberflft- 
sam modifiziert werden. Das feste Material kann jede che eines festen Materials mit den reaktionsffthigen Ma- 
gewQnschte Form, wie Folic Bogen, Faser, Platte, Block terialf ormen unter Verwendung einer Maske durchge- 
oder Stab, aufweisen. fQhrt werden, so daB ein gewdnschter Ausschnitt der 

Die durch die Bestrahlung mit dem UV-Laserstrahl Oberflftche seiekdv roodifiziert werden kann. 
ausgelftste Photoreaktion soli im folgenden nfther be- 65 Die folgenden Beispiele werden die vorliegende Er- 
schrieben werden. Wenn die feste Schicht aus einem fmdung weiterhin veranschaulichen, 
Gemisch, das die zur Photoreaktion ffthige Substanz 
und das Matrixmaterial enthftit, mit einem Laserstrahl 
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Eine aus Perfiuorhexan (Matrixmaterial) und Penta- 
fluorphenylazid (zur Photoreaktion ffthige Substanz) zu- 
sammengesetzte feste Schicht wurde auf einen in ein 
VakuumgefftB gcsetztcn und auf 85 K gektthlten Saphir- 
tr&ger auf gebracht Das tnolare Verhftltnis des Matrix- 
materials zu der zur Photoreaktion ffthigen Substanz 
betrug etwa 100 : 1. Die feste Schicht wurde dann mit 



Vakuumgef IB gesetzten und auf 85 K gekOhlten Saphir- 
trftger aufgebracht Das molare Verhftltnis des Matrix- 
materials zu der zur Photoreaktion flhigen Substanz 
betrug etwa 100 : 1. Die feste Schicht wurde dann mit 
einem KrF-Excimer-Laser mit 25 mJ/cmVlmpuls be- 
strahlt Es wurde f estgestellt, daB die feste Schicht abge- 
tragen war. Eine auf einen Goldtrftger aufgebrachte mo* 
nomolekulare Hexadecylthiolschicht wurde mit einem 
Strahl aus den von der festen Schicht emittierten ver- 



einem KrF-Excimer-Laser mit 25 raj/cm 2 /lmpuls be- io dampften Produkten bestrahlt Mit blofiem Auge wurde 



strahlt Es wurde f estgestellt, daB die feste Schicht abge- 
tragen war. Das Lumineszenzspektrum zeigte, daB die 
verdampf ten Produkte, die von der festen Schicht emit* 
tiert worden wares* Perfluorphenylnitren (Fig. 1) ent- 
hielten. Ein Polyethylenterephthalatfilm wurde mit ei- 
nem Strahl aus den von der festen Schicht emittierten 
verdampften Produkten bestrahlt Mit bloBem Auge 
wurde keine Verftnderung beobachtet Die photoclek- 
tronenspektroskopische Rdntgenstrahlanalyse zeigte 



keine Verftnderung beobachtet Die photoelektronen- 
spektroskopische Rdntgenstrahlanalyse zeigte jedoch, 
daB die bestrahlte Oberfliche S.CN und F enthielt 
wfihrend vor der Bestrahtung lediglich S und C festge- 
15 stellt worden waren. Das scbeint anzuzeigen, daB eine 
Trifluormethylgruppe oder eine Trifluoracetylgruppe 
auf der OberfUcbe gebunden ist Der Kontaktwinkel 
der OberfUlche der monomolekularen Hexadecylthiol- 
schicht wurde als Ergebnis der Bestrahlung mit dem 



jedoch, daB die bestrahlte Oberflftche CN.O und F 20 Strahl aus den von der festen Schicht emittierten ver- 



enthielt wlhrend vor der Bestrahlung lediglich C und O 
f estgestellt worden waren (Fig* 2 und 3). Die obigen 
Ergebnisse zeigen, daB die Lasers trahl-Bestrahltmg Per- 
fluorphenylnitren erzeugt, welches wiederum chemisch 
auf der Oberflftche des Polyethylenterephthaiatfilms ge- 25 
bunden ist Der Kontaktwinkel der Oberflftche des Poly- 
ethylenterephthalatfilms wurde als Ergebnis der Be- 
strahlung mit dem Strahl aus den von der festen Schicht 
emittierten verdampften Produkten von 70° auf 110° 



dampften Produkten von 70° auf 120° verftndert, was 
anzeigt, daB das WasserabweisungsvermOgen der Ober- 
flftche verbessert ist 

BeispieU 

Eine aus Perfiuorhexan (Matrixmaterial) und Hydra- 
an (zur Photoreaktion ffthige Substanz) zusammenge- 
setzte feste Schicht wurde auf einen in ein Vakuumge- 



verftndert was anzeigt, daB das Wasserabweisungsver- 30 f&B gesetzten und auf 85 K gekOhlten Saphirtrftger auf- 



mdgen der Oberflftche verbessert ist 
Beispiel2 

Eine aus Perfiuorhexan (Matrixmaterial) und Penta- 
fluorphenylazid (zur Photoreaktion ffthige Substanz) zu- 
sammengesetzte feste Schicht wurde auf einen in ein 
Vakuumgef &B gesetzten auf 85 K gekOhlten Saphirtrft- 
ger auf gebracht Das molare Verhftltnis des Matrixma- 
terials zu der zur Photoreaktion flhigen Substanz be- 
trug etwa 100 : 1. Die feste Schicht wurde dann mit ei- 
nem KrF-Excimer-Laser mit 25 mj/cm 2 /lmpuls be- 
strahlt Es wurde f estgestellt, daB die feste Schicht abge- 
tragen war. Eine auf einen Goldtrftger aufgebrachte mo 



gebracht Das molare Verhftltnis des Matrixmaterials zu 
der zur Photoreaktion f&higen Substanz betrug etwa 
100 : 1. Die feste Schicht wurde dann mit einem ArF-Ex- 
dmer-Laser mit 25 mj/cm 2 /lmpuls bestrahlt Es wurde 
35 f estgestellt, daB die feste Schicht abgetragen war. Ein 
Polytetrafluorethyienfilm wurde rait einem Strahl aus 
den von der festen Schicht emittierten verdampften 
Produkten bestrahlt Mit blofiem Auge wurde keine 
Verftnderung beobachtet Die photoelektronenspektro- 
40 skopische Rdntgenstrahlanalyse zeigte jedoch, daB die 
bestrahlte Oberflftche Q N und P enthielt, wlhrend vor 
der Bestrahlung lediglich F und C festgestellt worden 
waren. Eine Reduktion des Peak von P wurde ebenfalls 
beobachtet Die HydrophiBe der Oberflftche war ver- 



nomolekulare Hexadecylthiolschicht wurde mit einem 45 bessert Das scheint anzuzeigen, daB eine hydrophile 
Strahl aus den von der festen Schicht emittierten ver- Gruppe (N enthaltende Gruppe) fQr einen Teil des F des 
dampften Produkten bestrahlt Mit blofiem Auge wurde Polyethylenterephthalatfilms substituiert ist 
keine Verftnderung beobachtet Die photoelektronen- 
spektroskopische Rdntgenstrahlanalyse zeigte jedoch, 
daB die bestrahlte Oberflftche S,QN und F enthielt, so 
wlhrend vor der Bestrahlung lediglich S und C festge 



PatentansprOche 



stellt worden waren* Das Reflexions-IR-Spektrum zeig- 
te einen Peak (1525 cm" 1 ), der einem aromatischen 
Ring zugeschrieben wirA Das scheint zu bedeuten, daB 
Perfluorphenylnitren auf der bestrahlten Oberflftche ge- 55 
bunden ist wobei dessen aromatischer Ring beibehalten 
bleibt Der Kontaktwinkel der Oberflftche der monomo- 
lekularen Hexadecylthiolschicht wurde als Ergebnis der 
Bestrahlung mit dem Strahl aus den von der festen 
Schicht emittierten verdampften Produkten von 90° auf eo 
130° verftndert was anzeigt, daB das Wasserabwei- 
sungsvermdgen der Oberflftche verbessert ist 



Beispiel3 

Eine aus Perfluorhexan (Matrixmaterial) und Perfhio- 
ressiganhydrid (zur Photoreaktion ffthige Substanz) zu- 
sammengesetzte feste Schicht wurde auf einen in ein 
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1* Verfahren zur HersteQung reaktionsffthiger Ma- 
terialformen, dadurch gekextnzeichnet, daB eine 
feste Schicht aus einem Gemisch aus einem Matrix- 
material mit einer zur Photoreaktion fthigen Sub- 
stanz, die auf einem Trftger ausgebildet 1st, mit ei- 
nem UV-Laserstrahl mit einer Wellenlftnge von 
400 nm oder kOrzer bestrahlt wird 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der UV-La- 
serstrahl ein ArF-Excimer-Laserstrahl, KrP-Exci- 
mer-Laserstrahl, Xea-Excimer-Laserstrahl oder 
XeP-Excimer-Laserstrahl ist 

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zur Photo- 
reaktion ffthige Substanz eine Azidverbindung, eine 
Azoverbindung, eine Carbonylverbindxmg, ein Sftu- 
reanhydrid, ein Hydrazin oder eine organische Ha- 
logenverbindung ist 

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Matrix- 
material ein Edelgas, ein Stickstoffgas, Kohlendi- 
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oxid, ein Fluoralkan, ein Alkan, ein Ether oder ein 
AlkohoKist 

5. Verfahrcn zuxn ModiRzieren einer Oberflftche 
eines fasten Materials, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Oberflicbe mit den nach einem Verfahren 
nach Anspruch 1 hergestellten aktiven Materialfor- 
men in Kontakt gebracht wird 
& Verfahren nach Anspruch 5, wobei das feste Ma* 
terial ein polymeres Material ist 
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